A\
&

BSS 23 W - BSV 69

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Schaittransistoren
Silicon NPN Epitaxial Planar Switching Transistors

Anwendungen: Schnelle Schalter, Kerntreiber, Strom bis 1 A
Applications: Fast switches, core drivers, current upto1 A

Besondere Merkmale: Features:
@ Verlustieistung ® Power dissipation
BSS23 1,5W BSS23 1.5W
BSV69 30W BSVé69 30w

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

BSS 23 BSV 69
Normgehduse Normgehause
Case Case
18 A3 DIN 41876 5C 3 DIN 41873
JEDEC TO 18 JEDEC TO 39
Gewicht - Weight Kollektor mit Gehause verbunden Gewicht - Weight
max. 0,5 g Collector connected with case max. 1,5 g
Absolute Grenzdaten BSS 23 BSV 69
Absolute maximum ratings

Koliektor-Basis-Sperrspannung Ucso 45 \

Collector-base voltage

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 40 \"

Collector-emitter voltage

Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 6 \

Emitter-base voltage

Kollektorstrom I 1 A

Collector current

B Nicht fur Neuentwicklungen - Not for new developments

B 2/V.2.525/0875 A1



BSS 23 H - BSV 69

BSS 23 BSV 69
Gesamtverlustleistung *
Total power dissipation
Iamb = 25:0 Ptot 500 mw
tamb =45°C PtOt 800 mw
Ucg=3V, tcase =25 :C Pyot 1,5 "
lcase = 45 C Prot 3 w
Sperrschichttemperatur Y 200 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg -65 ... +200 °C
Storage temperature range
79 382
? BSV 69
Rot
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w
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1120V
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fcase —
Warmewiderstéande
Thermal resistances
Sperrschicht-Umgebung BSS 23 Ripya 100 KW
Junction ambient BSV 69 Rinia 51 KIW
Sperrschicht-Gehéuse BSS 23 Ringc 350 KW
Junction case BSV 69 Rinic 200 KIW



BSS 23 W - BSV 69

KenngroBen Min. Typ. Max.
Characteristics

tamb = 25 c"C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom

Collector cut-off current
UCB =40V ICBO *) 500 nA
UCB =40V, tamb = 150°C ICBO **) 200 |JA

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector-base breakdown voltage
Ig = 100 pA UsricBo® 45 v

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage .
Ic=10mA U(BR)CEO *)') 40 \'
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage
Ig = 10 uA UpreBo® 6 v
Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage .
Ic =500 mA, Ig = 50 mA UcEsat "') ) 300 500 1"
IC = 1A Ig=100mA UCEsat ) 550 750 mV

Basis-Sattigungsspannung
Base saturation voltage

I =500mA, Ig = 50 mA Ugksat ) 095 1,25 \%
Io= 1A Ig=100mA Uggsat®") 125 1,7 v

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
DC forward current transfer ratio

Ic = 100 mA ke 40 75
Ic = 500 mA heg D)) 30 50
UCE =2V, IC = 1A hFE ]) 20 35

Kollektor-Basis-Kapazitat
Collector-base capacitance

Ucg =10V, f = 1 MHz Ccro 0 eF
Schaltzeiten
Switching characteristics

Ic =500 mA, Igy = -Igy = 50 mA, 15y, = 25°C, siehe MeBschaltung
see test circuit

Einschaltzeit ton 25 35 ns
Turn-on time
Ausschaltzeit Ioff 40 60 ns
Turn-off time

t,
*) AQL = 0,65%, **) AQL =2,5%, ') % =001, 1,=03ms,
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BSS 23 W - BSV 69

RG =50 Q
g=t,<2ns
p
T= 0,01
Ip=0,2Hs Osazilloskop:
Oscilloscope :
R; 2100 kQ
75593
MeBschaltung fiir:
Test circuit for: fon: ‘off
f famb = 25 °C | | I =14 ma L Aravoct ? [TTT] [T 7o ™
Io o ! I tamb = 25 °C Ig=20 mA
rama L] L [od )1¢r 4
A
8o T 800 A T
mA - | mA L, - S T 14 mA _L e
LomA Valadl —rﬂa
L 1 ‘,/ . 12 mA__Lt"
et B Lot 1 1
60 I l 600 e FTT {10 ma |t
0,8 mA 1] -
e m 1/ e 8 n’u'
» H oy
% T
"
40 0,6 mA 400 [ = l "U___
)a 1]
‘, 4 mA
0,4 mA
20 2001 L] I
2mA
0.2mA
(] 4 8 12 16V o] 1 2 3 4V
Uee— Ueg —
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BSS 23 W - BSV 69

* 721003  Trk
Ucesat
400
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300 tomb = 25 °C
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heg = 23L 10 4+
/
200
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W~
100
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10 100 mA »
C
? 721005 T
heg
100 -
7’ = 0,01
= 0,3 ms
tamb = 25 °C
80
60 s
/'1 Ugg =1V \2v HH
7 \N
40
20
0
10 100 mA
IC —_—

? 721004 T
BEsat
1,2 ;
v —+ =001
fp=0,3 ms
tamb = 28 °C
1,0 T /
l /
heg =10 20
0,8
0,6
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C
? [ 721007 M
I
500
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-
400 /
.
, Ug=10V
S =100 MHz —+H
300 / ‘famb = 26 °C
200
100
0
10 100 mA
C
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BSS 23 B - BSV 69

? 721008 ™ ? 721000 ™
CcBO R “eBo
10 1 40
pF pF
8 N
30 N
N 7 =1MHz ™
famb = 25 °C B
6 < f=1MH2
tamb =25 °C
20
4
10
2
0 10 20V o) 1 2 3V
UCB — UEB -
? - 751010 Tk
loff-lon
hgg =10
tamb = 25 °C
100 DN .
nS N
50 foff e
N
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‘\~~-
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5
1
10 100 mA
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BSS 42 - BSS 43

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Schalttransistoren
Silicon NPN Epitaxial Planar Switching Transistors

Anwendungen: Schaltungen mit hoher Betriebsspannung

Applications: Circuits with high supply voltages

Besondere Merkmale:
® Hohe Sperrspannung
@ Verlustleistung 5 W

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Collector-base voltage

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Collector-emitter voltage

Emitter-Basis-Sperrspannung
Emitter-base voltage

Kollektorstrom
Collector current

Basisstrom
Base current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
tamp =25 :C
tcase =25°C, UCE =5V

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

B 2/V.2.526/0875A2

Features:

@ High reverse voltage
® Power dissipation

Kollektor mit Gehause verbunden
Collector connected with case

Normgehause
Case
5C3DIN41873
JEDEC TO 39
Gewicht - Weight
max. 1,59

BSS 42 BSS 43
Ucgo 120 150 \"
Uceo 120 150 v
I 1,5 A
Ig 200 mA
Pyot 1 w
Piot 5 w
Y 200 °C
Istg -65 ... +200 °Cc

389




BSS 42 - BSS 43

Wiérmewiderstinde
Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung N
Junction ambient
Sperrschicht-Gehiuse
Junction case

Statische KenngréBen

DC

390

characteristics
famb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current

UCB =100V BSS 42
UCB =120V BSS 43
famb = 150°C, Ucg = 100V BSS 42

Ugg =120V BSS 43

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector-base breakdown voltage
Ic =100 pA BSS 42
BSS 43

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage
Ic=100mA - BSS 42
BSS 43

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage

Ig =100 pA
Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage

Ic=100mA, Ig= 10mA

1C= 1A, IB=1OOmA
Basis-Sattigungsspannung
Base saturation voltage

Ic=100mA, Ig= 10mA

IC= 1A, IB=1OOmA
Kollektor-Basis-Gieichstromverhaitnis
DC forward current transfer ratio

UCE=5V, IC= 10 mA BSS 42
BSS 43

Ic =100 mA BSS 42

BSS 43

Ic= 1A BSS 42

BSS 43

Rinaa

Rinac

Ico?)
el:lol)
Icgo™
IcBo

*t)

U(BR)CBo:) 120
Upsr)ceo ™ 150

U(BRICED ) 120
Usriceo™ )10

Ur)EBo

UCEsat:) :)
Ucgsat™ )

Upgsat )
UBEsat )

heg
hrg
heg™) )
hee™) )
hrg))
heg )

t
*) AGL=0,65%, **) AQL=2,5% ') & =001,1,=03ms

6

40
35

50
40

25
20

Typ.

550

750

60
45

70
60

45
35

Max.

175

35

100
100

50
50

150
800

900
1,2

KW

nA
nA
pA
pA

mV
mV



BSS 42 - BSS 43

Dynamische KenngréBen Min. Typ. Max.
AC characteristics
famb = 25°C
Transitfrequenz
Gain bandwidth product
Ucg =5V, Ic =100 mA, f =20 MHz T 100 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitit
Collector-base capacitance
UCB =10V, f =1MHz CCBO 10 20 pF
Emitter-Basis-Kapazitt
Emitter-base capacitance

UEB =4V, f =1MHz CEBO 85 pF
Schaltzeiten
Switching characteristics _
Ic =500 mA, Igq ~ ~Igp 50 MA, 1, = 25°C, siehe MeBschaltung
see test circuit
Einschaltzeit fon 40 ns
Turn-on time
Ausschaltzeit Loff 700 ns
Turn-off time

RG =50Q
fg=1,<2ns
1
P =
7" 0,01
p =10 us Oszilloskop:
Oscilloscope:
R;2100 kQ
76560

MeBschaltung fiir: ‘-
Test circuit for: on' ‘off
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BSS 42 - BSS 43

f Ti687 T
Ucesat 1
0' 4 heg =10 ”
[?
v < =001
1p = 0,3 ms
famb = 28 °C
0,3
0,2
01 /
4
A4
0]
0,001 0,01 o1 1A
le—
7 u.‘ h
f oss 52
hre
80
A \\
60 .
ch =8V
’—; = 0,01
40 p= 0,3 ms ‘
tamb = 25 °C
20
1)
0,001 0,01 01 1A
Ie —
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1 [ T1I 11688 T
L0
UBEsat hgg =10
'
1,0 T= 0,01 7
v tp=03ms
famb = 25 °C
0,8 7
0,6 7=
04
0,2
[s]
0,001 0,01 01 1A
Ic ——
* BSS 43 7I880 TN
, 1
'FE Usg =5V
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tamb = 25 °C
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A
40
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0,001 0,01 0,1 A
Ic —



BSS 42 - BSS 43

f 71690 ™ ? 71691 W™
CcBO CeBo
20 f=1MHz \ S=1MHz
pF famb = 25 °C famb = 25 °C
140
\
pF
16 \ \‘
\
\ 120
12 \\
\\ 100 AN
8 = NS
—— 80
a4
60
o 10 20 30V [0} 2 4 6V
Ueg — Y%ep —
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BSS 45

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Schalttransistor
Silicon NPN Epitaxial Planar Switching Transistor

Anwendungen: Hochstromschalter, Relaistreiber, Leistungsverstirker, Strom bis 5 A
Applications: High current switches, relay drivers, and power amplifiers, current up to 5 A

Besondere Merkmale:
® Hohe Sperrspannung
@ Verlustleistung 5 W
® Komplementar zu BSS 45

@®® Auch als ,Glitebestatigtes Bau-
element” nach: GfW H 0000 als
HIREL-Bauelement: TU 201 lieferbar

Die elektrischen Daten von BSS 46 entsprechen
dem Transistor 2N 5154

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Collector-base voltage

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Collector-emitter voltage

Emitter-Basis-Sperrspannung
Emitter-base voltage

Kollektorstrom
Collector current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
lamb =25 :C
lease =25°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

B 2/V.2.528/0875A 2

Features:
® High reverse voltage
® Power dissipation 5 W
® Complementary to BSS 45

@ @ Also available as "Qualified semicon-
ductor device” according to:
GfW H 0000 as HIREL-device TU 201

Electrically data of BSS 46 resemble
the transistor 2 N 5154

Kollektor mit Gehause verbunden
Collector connected with case

Normgehause

Case

5C 3DIN 41873

JEDEC TO 39

Gewicht - Weight

max. 1,6 g

UCBO 85 \
Ic 5 A
Pyot 5 w
f 200 °C
-65.. +150 °C

tstg

403




BSS 45

f I I “ 80 2628
[} ‘p
(o} +=0,01
10 fcase ™ 25°C N
A It fo=1ms []
I r 0,1 me [—
A
\
3
\\ \
N\ \\ |
1 X
A
/AN
0.3 Atnac
<N
A
\
0,1
,03
0.0 1 10 100 V

Wirmewiderstinde
Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

Sperrschicht-Geh&ause
Junction case

Statische KenngréBen
DC characteristics

Iamb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current
UCB =60V, Iamb = 150°C

Emitterreststrom
Emitter cut-off current
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector-base breakdown voltage

IC =5mA

*) AQL = 0,65%

404

f 791280
Ptot

5

WITTIN

4

N
N
a \
hd \
Renic
N
\‘
\
1 Aynia N\
~~~
\~~
[
] 40 80 120 160°C
tamb: Icase —
Min. Typ. Max.

RinyA 200 KW
ICBO :) 500 nA
UsRrycBo™ 85 v



BSS 45

Min. Typ. Max.

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage
Ic = 100 mA UsRryceo " 80 %

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage
IE =100 pA U(BR)EBO *) 6 \"

Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage
Ic = 5A, Ig =500 mA Ucgsat™") 065 14 v

Basis-Sattigungsspannung
Base saturation voltage
Ic =5A, Ig =500 mA Uggsat™") 13 1,6 v

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
DC forward current transfer ratio
Ucg =2V, Ic = 500 mA heg") 25 82
IC = 2A hFE 1")I) 30 80

Dynamische KenngréB8en
AC characteristics

Iamb =25°C
Kollektor-Basis-Kapazitat

Collector-base capacitance
UCB =10V, f =1MHz CCBO 53 120 pF

Emitter-Basis-Kapazitat

Emitter-base capacitance
UEB = 0,5 V, f =1MHz CEBO 550 pF

Schaltzeiten
Switching characteristics

Ic = 1A Igy = -Igp 50 MA, 15, = 26°C, siehe Mel?sch'altung
see test circuit

Einschaltzeit ‘

Turn-on time on 0,3 us
Ausschaltzeit P
Turn-off time off 1 s

Hf
") AQL = 0,65%, ') =-=001,4,=03ms
405



BSS 45

751255

MeBschaltung fir:

Test circuit for: lon: ‘off
1 padll Tavvas ]
c 10 MA
800
mA
8 ma
600
6 mA
4 =25 °C
400
4 ma
200
2 mA
0 1 2 3 - a4V
Uce —

406

Oszilloskop:
Oscilloscope:
Rz 100 kQ
? l l ! /( 721138 ™
I 80 mA. / o
c =28 °C ’ i Ooybf’
4
4 A
A / 80 mA "]
7T
Fivenipnng
3 / ]
r L
YV
30 mA
< ’——“"———
A
2 /,‘
/ 20 mA
1 10 mA
P
° 0,5 10 15V
UCE —_—



BSS 45

* 721138 Tik 721137 T
’ W f
UBEsat /7 hFE
CEsat IS /
heg =10 y 20
1,0 7 100
v / /
Unaat [ A 4 e~ 5V | ]
1)/ r A 1 \
a Uog =1 v\\
06 a L 60 [
h=25°C I =25°C
NI/ v
04 | 40
heg = zoﬂw -
[
02 20
Ucesat
[
o L 0
0,001 0,01 0,1 1A 0,001 0,01 o1 1A

? ] 721139 ? 721140 7y
Ccso Cego
‘:'f’ 800
pF
‘ famb = 25 °C
80 \
600 ‘ famb = 25 °C
60
\\‘ \‘\
400 <
Py
40 ~— - B ]
20 200
] 10 20V 0 1 2 3 4V
UCB UEB —
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Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor
Silicon NPN Epitaxial Planar Transistor

EN

Anwendungen: Verstérker und schnelie Schalter
Applications: Amplifier and high speed switches

Besondere Merkmale: Features:
@ Hohe Sperrspannung @ High reverse voltage
@ Hohe Stromverstdrkung ® High current gain

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

254 848 57 ©05

Kollektor mit Gehause verbunden
Collector connected with case

Normgehéuse
Case
18 A3 DIN 41876
JEDEC TO 18
Gewicht - Weight
max. 0,5¢g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 140 \
Collector-base voltage
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 80 \
Collector-emitter voltage
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 7 \
Emitter-base voltage
Kollektorstrom Ic 1 A
Collector current
Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
lamb = 25:0 Pyt 50(8) mwW
lcase =25°C Pyot 1, w
Sperrschichttemperatur Ji 200 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg -65 ... +200 °C

Storage temperature range

B 2/V.2.529/0875A 1 387



BSS 59

Wairmewiderstinde
Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebﬁng
Junction ambient

Sperrschicht-Gehduse
Junction case

Statische KenngréBen
DC characteristics

famb = 25 °C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current
UCB =90V
Ucg =90V, t5mp = 150°C

Emitterreststrom
Emitter cut-off current
UEB =5V

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector-base breakdown voltage
Ic = 100 pA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage
Ic = 30 mA

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage
Ig =100 pA

Kollektor-Sattigungsspannung

Collector saturation voltage
Ic =150 mA, Ig = 15 mA
Ic = 500 mA, Ig = 50 mA

Basis-Sattigungsspannung
Base saturation voltage
IC =150 mA, IB =15 mA

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
DC forward current transfer ratio
UCE =10V, IC =100 |.IA

Ic= 10mA
Ic = 150 mA

Ic = 150 MA, 155¢e = ~55°C
I = 500 mA

IC = 1A

Riha

Rinic

Icso 1
Iceo™

Iego™
UgRryceo ™ 140
Ur)cEO ™" 80

UsrieBo™ 7

UCEsat:):)
Ucesat™)
Uggsat™")
hFE‘) 50
hFE‘) 90
hep ™)) 100
hFE**)I) 40
heg ) 50
heg) 15

1
*) AQL =0,65%, **) AQL =25%, ') 5 =001, 1,=03ms

388

Typ.

Max.

350

97

10
10

10

200
500

1,1

300

°C/W

°C/IW

nA
pA

nA

mV
mvV



BSS 59

Dynamische KenngréBen Min. Typ. Max.
AC characteristics
tambp = 25°C~
Transitfrequenz
Gain bandwidth product
Ucg = 10V, I = 50 mA, f = 20 MHz fr 100 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Collector-base capacitance
Ucp =10V, f = 1MHz CcBO 12 pF
KurzschluB-Stromverstéarkung
Short circuit forward current transfer ratio
U =5V.Ic=1mA, f =1kHz hte 80 400

Schaltzeiten
Switching characteristics

]C = 500 mA, 131 = _[BZ =50 mA, ’amb =25°C

Einschaltzeit ton 200 ns
Turn-on time
Ausschaltzeit toff 750 ns

Turn-off time

RG =50 Q
fg=1,<2ns
1
P
= 0,01
1p =10 us 20v Oszilloskop:
Oscilloscope:
o] R; 2100 kQ
Iy
76560

MeBschaltung fiir: .
Test circuit for: on' ‘off
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BSV 57 B

Silizium-Unijunction-Transistor
Silicon Unijunction Transistor

Anwendungen: Ansteuerung von Thyristoren

Applications: Thyristor control

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

LR

2,54 55,2

!

b— —— 5,2

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Interbasisspannung
Interbase voltage

Emitter-Basis-1-Sperrspannung
Emitter-base-one voltage

EmitterstoBstrom
Emitter-surge current

Gesamtverlustieistung
Total power dissipation
tamb = 25°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

1
) U2g1 = V 8B * Ptot

B 2/v.2.531/0875A 1

Ug1g2 ")
~Uggy

Tegm

Pyot

Istg

Normgehduse
Case

10 B3 DIN 41868
JEDEC TO 92
Gewicht - Weight
max. 0,4 g

35 \
35 v
1,5 A
300 mw
125‘ °Cc
-55..+125 °C

423




BSV 57 B

KenngroBen Min. Typ. Max.

Characteristics
tamb = 25°C
Emittersperrstrom

Emitter cut-off current
—UEB1 =30V _IEBTO*) 20

Emitter-Sattigungsspannung
Emitter saturation voltage

UBZB1 =10V, [E = 50 mA UEB1sat 2 3
Hockerstrom
Peak point current

Upogy =25 Ip 6
Talstrom
Valley point current

UBQB1 =20 V, RB2 =100 Q IV 4

Interbasiswiderstand
Interbase resistance
Ugog1 =3V.Ig=0 g 4,7 9,1

Inneres Spannungsverhaltnis
Intrinsic stand-off ratio
Ugog1 =10V 7" 0,68 0,82

75494 Tfk T-HOV

Eichen: S-gedriickt
Calibration with
S -pressed

1N 4149 B2

B4

MeBschaltung fiir:
Test circuit for: t

t
*y AQL = 0,65%, ') % =001, 4,=03ms

424
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BSV 60

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor
Silicon NPN Epitaxial Planar Transistor

-

Anwendungen: Hochstromschalter, Relaistreiber, Leistungsverstarker, Strom bis 3 A
Applications: High current switches, relay drivers, and power amplifiers, current up to 3 A

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Kollektor mit Gehduse verbunden
Collector connected with case

Normgehiuse
Case
5C3DIN 41873
JEDEC TO 39
Gewicht - Weight
max. 1,5 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 45 \
Collector-base voltage
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 40 \
Collector-emitter voltage
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 5 Vv
Emitter-base voltage
Kollektorstrom Ic 3 A
Collector current
Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
Iamb =45°C Pyot 800 mw
Lo}

Icase =45°C, Ucp =8V Piot 6,2 W
Sperrschichttemperatur ] 200 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg -55... +200 °C

Storage temperature range

B 2/V.2.532/0875 A 2
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BSV 60

? 79 203
Prot
8
w
Ugg=Obis 8V
Py mm
oV
10V AN
w0V
Rinac
4
N
N
2
\\‘
N
4] 40 80 120 160 °C
tcase—
Wirmewiderstand Min.
Thermal resistance
Sperrschicht-Gehéuse Ringc
Junction case
Statische KenngréBen
DC characteristics
tamb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified
Kollektorreststrom
Collector cut-off current
UCB =40 V, ’amb = 150°C ICBO *')

Emitterreststrom
Emitter cut-off current
Uy EB =3V

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector-base breakdown voltage
Ic = 100 pA

*) AQL = 0,65%, **)AQL =2,5%
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BSV 60

Min. Typ. Max.

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage
Ic = 300 mA Ugr)ceo ™" 40 v

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage

Ig = 1 pA UgriEBO® 5 v
Kollektor-Sattigungsspannung

Collector saturation voltage |

Basis-Sattigungsspannung
Base saturation voltage
IC =2 A, IB = 200 mA UBEsat ') 1,3 \

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
- DC forward current transfer ratio

Usg=1V.Ic= 20mA heg 25 40
Ugg = 1V, Ig = 200 mA heg 0 70
Ucg=2V.Ic= 2A ) 50 80 150

Dynamische KenngréBen
AC characteristics

lamb =25°C
Transitfrequenz
Gain bandwidth product
Ucg =10V, Ic =200 mA, f = 20 MHz T 50 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitit
Collector-base capacitance
UCB =10V, f =1MHz CCBO 75 pF

Schaltzeiten
Switching characteristics

Ic=1A, Igq = ~Igg = 50 mA, tamb = 25°C, siehe MeB.sch.aItung
see test circuit

Einschaltzeit ton 500 ns
Turn-on time
Ausschaltzeit toff 1 us

Turn-off time

t,
*) AQL =0,65%, ') +-=001,1,=03ms
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RG=500Q
1y =t <15 ns

'p

7‘ = 0,01
lp =10 HS 20V Oszilloskop:
Oscilloscope:
o]
R;2100 kQ
_.I to L__ !
50
Q
751255
MeBschaltung fur: ‘o
Test circuit for: on' “off
t 15127’4 Tok ? 75163 |
UcEsat hEE
10 10
v
o8 tcase=25 °C
8
|
| \
f /
heg =10 6
fcase=25C
04
/!
4 4
02 v //
.
(0]
0,001 0,01 0] 1A 0,01 [02] 1A
Ic— Ig—
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